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１．概要（Summary ）： 

Pr1-xCaxMnO3(PCMO)薄膜を用いた抵抗変化を利用

した Resistance Random Access Memory において, 

薄膜-電極界面の抵抗変化が支配的であると考えられ

ている. 一方で, PCMO薄膜のバルク成分が素子の抵

抗変化に影響することも報告されている. 本研究では, 

PCMO 薄膜のバルク成分が抵抗スイッチング特性に

どう作用するのかを調べるために, 成膜時間を変える

ことで膜厚を変えて作製した PCMO 薄膜の光学特性

と電気的特性を測定し、評価した. 

 

２．実験（Experimental）： 

＜利用装置名称＞ 

・分光エリプソメーター：PCMO薄膜試料の光学特性

を測定した. 測定結果から PCMO 薄膜の膜厚および

光学特性を誘電関数として導出した. 

＜実験方法＞ 

RF マグネトロンスパッタにおいて, 成膜時間を変え

て LaAlO3(100)基板上に PCMO 薄膜を作製し , 

PCMO 薄膜の光学特性と電流電圧特性を測定・解析

した. 電流電圧特性の測定の際, PCMO薄膜上にアル

ミニウムと金の電極を蒸着した. PCMO薄膜の光学特

性を示す誘電関数には 3つの振動子（OS1, OS2, OS3）

をもつ Lorentzモデルを用いた. 

 

３．結果と考察（Results and Discussion）： 

電流電圧特性をFig.1, 光学特性をFig.2に示す. 本研

究で作製した, PCMO薄膜の膜厚が 36 – 80 nmの範

囲では, 抵抗スイッチングが確認され, 特性に大きな

違いは確認されなかった. 光学特性では, 膜厚の増大

に伴い, 以下の特性が確認された. 

・高周波領域における誘電率の増大 

・O 2p → Mn 3dの電子遷移の応答の増大 

・Mnイオンにおける d – d 遷移の応答が変化 

・Mn3+の割合の増大とMn4+の割合の減少 

これらの特性から, 膜厚の増大に伴い, MnO6 八面体

構造および酸素欠陥密度が増大したことが考えられ

る. これらの傾向から, 膜厚が薄い PCMO 薄膜では

MnO6 八面体構造および酸素欠陥密度が小さいことが

推測される. 成膜圧力を変えて作製した PCMO 薄膜

において, 抵抗スイッチング特性が確認されなかった

薄膜ではMnO6八面体構造および酸素欠陥密度が小さ

かったことから, 膜厚が 36 nm未満の場合では抵抗ス

イッチング特性が確認されなかったことが予想され

る. 

 

Fig. 1. I-V charactersitics 



 

Fig. 2. Dielectric function of PCMO thin film 

(Imaginary part) 
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